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１． マイクロマシン技術への取り組み

昨年度で完了した産技プロジェクトでは、機能デ
バイスの高度化技術の研究開発の一環で、「マイク
ロジョイントの研究」を行ってまいりました。主に
シリコンデバイスを積層し、３次元実装する際の層
間電気配線を、シリコン基板に貫通電極（配線）を
形成して行う技術の開発でした。現在は、この中の
いくつかの要素技術について、実際のデバイスに適
用し、実用化するための研究開発に取り組んでおり
ます。

２． マイクロマシン技術の開発

シリコン基板に貫通電極（配線）を形成するた
めには、いくつかの要素技術が必要になります。
形成プロセスの順を追うと、最初にシリコン基板
に貫通孔を形成いたします。当社では、このため
の技術として一般的なDeepRIEやレーザー加工等
の検討も行っておりますが、これに加え光アシス
ト電解エッチング法による高アスペクト比の貫通
孔形成を行っています。この方法は、ウェットエ
ッチングの一種で、安価な装置で行えるため１穴
当たりの形成コストが低いこと、他の方式では形
成不能な高アスペクト比（100以上）の貫通孔を形
成できることが特長です。図１は、シリコン基板
に光アシスト電解エッチング法で貫通孔を形成し、
断面を観察した結果です。エッチング条件を最適
化し、孔壁の品質向上とエッチングの高速化が課
題です。

次に貫通孔の孔壁に絶縁層を形成する必要があ
ります。現在は、熱酸化膜を使用していますが、
シリコン基板に既にデバイスが作り込まれている
状態ではこの技術は利用できません。このため、
低温（400℃以下）で高アスペクト比の貫通孔壁に
絶縁層を形成できる技術開発に取り組んでおりま
す。
最後に導体を貫通孔に充填して、電気的な接続

が出来るようにします。貫通孔のアスペクト比が
高くなると、利用できる技術が限られます。現在
は、無電解メッキ法の他に溶けた半田を真空吸引
する溶融金属吸引法の検討も行っております。こ
の方法も簡単な装置で短時間に導体充填が出来る
のでプロセスコストが低いこと、形成された貫通
電極（配線）の気密性が高いことが特長です。

３． 今後の取り組み

シリコン基板への貫通電極（配線）形成技術だけ
に止まらず、これまで開発してきたマイクロマシン
（MEMS）要素技術を半導体パッケージ、実装分野へ
幅広く応用出来る様に技術開発を今後も進めてまい
りたいと考えております。
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図2 溶融金属埋吸引法によりスズを充填した例

図1 貫通孔の断面写真
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